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сфере. Одна из основных проблем заключается в том, что существующие учебные 

программы в высших учебных заведениях недостаточно освещают важность защиты 

информации и не дают должного количества знаний для успешной карьеры в этой 

области. Учебные проекты и задания могут быть не связаны с реальной жизнью и 

практически не помогают приобрести необходимые реальные навыки. Кроме того, 

отсутствие доступа к новейшим технологиям в области защиты информации 

для учебных заведений может быть еще одной причиной, по которой студенты 

остаются в устаревшей информационной среде. Это может заставить их оставаться 

пассивными в этой сфере и не дает им соревноваться в рынке труда. Также одной 

из причин недостаточной подготовки специалистов по защите информации может быть 

и отсутствие мотивации у студентов. И если этот курс является не обязательным, 

они могут не обращать на него должного внимания. Однако необходимо заметить, 

что успешное обучение специалистов в этой области также зависит от его содержания 

и методов преподавания. При использовании новейших методов информационных 

технологий, обучение может стать более интересным и привлекательным. Кроме того, 

когда студенты имеют доступ к новейшим технологиям, практически проводимые 

лабораторные работы могут дать им ценный опыт и помочь приобрести новые 

и востребованные навыки.  

В целом, подготовка специалистов в области защиты информации является 

сложным и многогранным процессом. Студенты должны иметь доступ к новейшим 

технологиям, проходить интересные и полезные курсы, которые не только научат их 

теоретическим знаниям, но и предоставят практические навыки для успешного 

устройства на работу. Только в таких условиях студенты смогут готовиться к сложным 

задачам защиты информации в реальном мире, и зайти на это поле боя со всеми 

положительными эмоциями и знаниями. 
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Слоистые наноструктуры сверхпроводник (S) – ферромагнетик (F) являются 

естественной элементной базой сверхпроводниковой спинтроники; ее первой основной 

задачей является управление сверхпроводящим состоянием каждого из S-F элементов 

путем задания его магнитного состояния [1]. Одна из проблем, сопряженная 

с решением основной задачи – учет влияния процессов спин-орбитального 

и парамагнитного рассеяния электронов на характеристики сверхпроводимости  

S-F структур и, в частности, на их критическое состояние. Данная проблема решалась 

в настоящей работе в рамках микроскопической теории в формализме 
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линеаризованных уравнений диффузионного предела матричным методом [2]. 

Процессы спин-орбитального и парамагнитного рассеяния оказываются учтенными 

данным методом эффективными «углами», выраженными через частоты рассеяния. 

Для численного расчета эффектов использовались параметры S-F структур семейства 

Nb/PdNi. Были рассчитаны собственные температуры критических состояний 

сверхпроводимости в зависимости от эффективных параметров рассеяния при 

различных толщинах и количестве F-S бислоев. Достаточно пассивная роль 

парамагнитного рассеяния отражается монотонным убыванием критических 

температур при увеличении его интенсивности (в этом отношении задача управления 

параметрами спинтронных элементов становится тривиальной). Между тем 

зависимости собственных критических температур от частоты спин-орбитального 

рассеяния в F-слое оказываются, на первый взгляд, достаточно странными. А именно, 

увеличение интенсивности спин-орбитального рассеяния сопровождается 

не уменьшением, а увеличением критической температуры. Кроме того, происходит 

смещение точки 0 – пи-кроссовера в сторону больших значений толщин F-слоя. 

Данный факт обязан, как на это указывает расчет, частичному нивелированию 

ферромагнитного порядка в F-слое. Вместе с тем, полученное решение можно 

рассматривать как постановку экспериментальной задачи. 
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В работе приводятся результаты анализа возможных областей применения 

преобразователей энергии радиоволн в электроэнергию в том числе и в области защиты 

информации. Рассматривается возможность передачи солнечной энергии 

с космических станций, преобразовав ее в радиоволны и передав их на Землю. Такие 

преобразователи наиболее часто используются для преобразования энергии радиоволн 

в электроэнергию постоянного тока. Эти устройства называются выпрямительными 

антеннами (ректеннами) и используются в электропитании датчиков, микромашин, 

медицинских имплантантов, телескопов пространственного базирования, генераторов 

радиочастотных меток. 

Возможная область применения ректеннов - передача энергии от солнечных 

электростанций, расположенных на геостационарной орбите Земли [1]. 

Электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрическими батареями, расположенными 

на космических объектах, преобразуется СВЧ генераторами в электромагнитные 

колебания. СВЧ генераторы подключены к антенным решеткам для передачи 

сфокусированной энергии ректеннам, расположенным на Земле. СВЧ генераторы 

и соответствующие ректенны работают в сантиметровом диапазоне волн  

из-за их значительно более слабого поглощения в ионосфере и тропосфере Земли 

по сравнению с поглощением оптического излучения от Солнца. 


